
宽带半导体光放大器����nm 增益��dB PM���

产品描述:

半导体光放大器（升压光放大器）是使用半导体提供增益介质的放大器。它们具有与法布里-珀罗激光二极管相似的结构，
但在端面具有抗反射设计元素。最近的设计包括抗反射涂层以及倾斜的波导和窗口区域，可以将端面反射减少到低于 
�.���%。由于这会造成腔体的功率损失大于增益，因此会阻止放大器充当激光器。
高性能半导体光放大器在放大要远距离传输的（光）信号时特别有用，因为信号丢失的威胁很大。由于光信号被直接放大，
之前转换为电信号变得多余，从而提高了传输效率。该技术通常用于 WDM 网络，用于功率分配和损耗补偿。
由于我们的产品组合包括各种放大器，因此了解哪种 SOA 最适合相应的应用非常重要。我们列出了一些与我们各种产品的
适用性相关的最重要的特性：
增益（一般）参数增益以 dB 为单位突出显示信号放大强度。我们的 SOA 的增益范围为 ��-�� dB。更高的增益与输出信号的
功率直接相关。
增益带宽 除了我们各自的半导体光放大器的一般波长外，增益带宽还定义了 SOA 可以有效覆盖的频谱以及可以放大哪些
信号。我们提供 ���-���� nm 的放大器，带宽为 ��-��� nm。
饱和度 该参数很重要，因为它描述了最大输出功率，对于我们的 SOA，其范围为 ��-�� dBm。较高的输出功率通常是有利的，
因为它增加了信号稳定性。
噪声 半导体光放大器的噪声系数通常决定放大自发辐射 (ASE) 的功率。最好，这个值应该很低，因为 ASE 会扭曲放大。接近
理想的噪音水平约为 � 分贝⸺由于技术限制，低于 � 分贝的值几乎无法实现。

产品特点:

高增益 (>��dB)
宽带（���-����nm）增益
强线性偏振
RoHS 认证



产品应用:

扫频源，可调谐激光器
升压光放大器
光学前置放大器
光学相干断层扫描（OCT）

产品规格:

测试说明:  连续工作，芯片温度��°C，外壳安装在室温散热器上

参数
工作电流(Iop)
正向电压 @ Iop
增益
小信号增益¹ ²
增益平均波长¹
增益带宽¹ @ -�dB
增益饱和输出功率² @ -�dB
噪声系数³ ***
放大自发辐射
每个端口的ASE光功率
ASE平均波长
ASE带宽@ -�dB
ASE频谱下降幅度
ASE 基态最大位置
ASE 激发态最大位置
ASE**谱波纹³(RMS在�nm范围内，��pm分辨率)
ASE 上升时间
ASE 下降时间
ASE每个端口的偏振消光比(PER)
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¹ 输入光功率为-��d 
² 在增益最大波长处
³ 在ASE波长处



绝对最大额定参数
参数
SOA  反向电压
SOA 连续波正向电流
输入光功率
热电冷却器电流
热电冷却器电压
光纤弯曲半径
芯片工作温度范围
外壳工作温度范围
储存温度范围
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单位
V
mA
dBm
A
V
cm
°C
°C
°C

典型性能:

仅供参考,测试条件：连续工作，芯片温度��°C，外壳安装在室温散热器上



¹ 线偏振���uW宽带SLD辐射的吸收(SOA短路)。在SOA输出端口偏振器后测量。
² 线偏振单频激光辐射的吸收(SOA短路)。在SOA输出端口偏振器后测量。

热敏电阻规格
参数
热敏电阻 典型
电阻 @��°C
Beta �-��°C

数值
NTC
�� ± �.�
����±�%

单位
-
kOhm
K

参数
NA 典型
截止波长
模场直径@���nm
包层直径 
涂覆层直径
长度(每个端口)
接口
连接器对准熊猫型光纤:

光纤规格
HI����
�.��
���±��
�.�±�.�
���±�
���±��
�.� ± �.�
FC/APC(narrow key)

PM���
�.��
���±��
�.�±�.�
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单位

nm
μm
μm
μm
m

输出光沿PM光纤的慢轴偏振



尺寸及引脚:


